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 要  旨 
 
近年の半導体集積回路はSiを中心材料としてめざましい発展を遂げ、素子微細
化の勢いは当面衰えを見せないだろうと言われている。しかし、このような微細
な製造プロセスになるとリーク電流の増加などの問題が生じ、絶縁膜の質が非常
に重要な要素になってくる。また最近では、高温に耐えることができないデバイ
スへ作製プロセスへの応用として低温酸化プロセスの開発が望まれており、その
流れを受けてシリコン酸化膜を低温で形成するための研究が多くなされている。 
 そこで本研究では、低温で高品位のシリコン酸化膜を作製する事を目的として、
Denka製の特異なSiO微粒子を用いてSiOx膜を作製し、その膜に紫外線を照射する
事による光酸化処理を行って、膜の特性の評価を行なった。 
まず、作製したSiOx膜の構造・組成の評価であるが、FT-IR測定の結果より、400℃
2時間の加熱処理をする事によって酸化が進む事が確認された(SiOx：x=1.70)。ま
た、SiOx膜に紫外線を照射する事によっても膜の酸化が進み(SiOx：x=1.75)、Denka
製SiO微粒子を用いて作製した膜は光酸化され易い事が分かった。さらに400℃で
加熱しながら紫外線を照射すると、より強く酸化し(SiOx：x=1.80)、SiO2に近い
構造の膜となる事が分かった。またXPS測定からもほぼ同様の結果が得られた。 
 電気的特性では、本研究で作製したSiOx膜を用いて作製したMOSキャパシタから
は良好なCV曲線が得られ、フラットバンド電圧も熱酸化SiO2を用いたMOSキャパシ
タに近い値を示しており、作製したSiOx膜が良好な絶縁膜になっている事が分か
った。さらに高周波CV測定とQuasi-Static CV測定の結果から界面準位密度を計算
したところ、SiOx膜の膜厚が140Åの試料では1.1×1011cm-2･eV-1という、蒸着法を
用いて作製した試料としては非常に小さな値を得る事が出来た。またJ-E特性から
は、作製したSiOx膜のリーク電流は10-9[A/cm-2] オーダーであり、一般的な熱酸
化SiO2の絶縁耐圧とされる8[MV/cm]においても、電流密度は10-6[A/cm-2]オーダー
という低リーク特性を示した。FNプロットから計算した三角ポテンシャルの障壁
の高さは、SiOxが完全に酸化されていないためか、約2.0[eV]～3.2[eV]とばらつ
きが見られた。しかし、リーク電流、絶縁耐圧は絶縁膜として求められる指標を
上回っており、本研究で作製したSiOx膜は絶縁膜として有用だと言えるであろう。 
 問題点は、光酸化後の膜が完全には酸化していない点であり、今後は、照射
する光の波長をより短くしたり光強度を強めるなどの工夫をして、膜の特性をよ
り熱酸化膜に近づける必要がある。また、本研究では真空蒸着法によって常温で
絶縁膜を作製しているため、Si基板以外の有機デバイスなどへの幅広い応用も期
待される。 
 
 
